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Auf ein Wort!

Die Bastlerbeutel 1 und 2 haben den Weg zu einfachen elektronischen bzw. rund-
funktechnischen Schaltungen gezeigt. Mit den vorliegenden Beuteln 4 und.35 soll
lhnen nun die Méglichkeit gegeben werden, die Schaltungen nicht mehr aus ge-
eigneten Botterien speisen zu miissen, sondern auf den NetzanschluB zuriickgrei-
fen zu kénnen. Deshalb haben wir uns cuch entschlossen, die Beutel 4 und 5
vor dem Beutel 3 herauszugeben, um lhnen die Grundlage fir die leistungs-
starkeren Scholtungen des Beutels 3 zu sichern. Audh hier sollen die angefiihrten
Schaltungen nur «ls Beispiel und Anregung zu eigenen Schaltungsentwiirfen
| dienen. Die Bouelemente sind natlirlich auch {iir andere elektronische SchaltFUn‘k-

! tionen als die hier gezeigten zu verwenden.

[
E Waihrend der Beutel 4 Sie Stromversorgungsschaltungen geringerer Leistungen

verwirklichen 1G8t, ist der Beutel 5 speziell der Leistungselektronik vorbehalten.

I Und nun viel Erffolg und Freude beim Basteln!




Bauformen

D =

0,1 A-Ge-Gleichrichter

Katode

[ 1 A-Si-Gleichrichter

Katode

Katode

Bild 1 Bauformen
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MeBschaltung
zur Bestimmung der Sperrspannung

Ein Gleichrichterbauelement ist in Sperrichtung nur bis zur sogenannten Durch-
bruchsspannung betriebsfihig. Bis zu dieser Spannung ist der Sperrstrom sehr
gering und fast konstant. Bei Erreichen der Durchbruchsspannung steigt er jedoch
stark an, was chne SicherungsmaBinahmen zur Zerstérung des Bauelementes fiihrt,

Aus Zuverldssigkeitsgrinden wird die Nennsperrsponnung Urn fiir einen fest
vorgegebenen Sperrstrom IR definiert. Fiir die einzelnen Gleichrichtertypen sind
dies folgende Werte:

Sperrstrom Gleichrichtertyp

100 A 0,1 A Ge-Cleichrichter

200 »A 1 A Ge-Gleichrichter
10 nA 1 A Si-Gleichrichter
3 mA 10 A Si-Gleichrichter

Erfahrungen haben gezeigt, daB bei den geringeren Anspriichen des Bastlers
im Mittel die Sperrspannung soweit erhéht werden kann, bis fiir Ge-Gleichrichter
der 1,5fache und Si-Gleichrichter der 5iache Sperrstram erreicht wird, ohne die
Bauelemente zu zerstoren.

Die in den Bastlerbeuteln enthaltenen Gleichrichter sind nur nach einer Mindest-
sperrspannung, nicht aber nach Spannungsgruppen, ausgemessen.

Diese betrégt fir
Ge-Cleichrichter UeN = BV
Si-Gleichrichter UrN == 25 V.

Zur Bestimmung der Nennsperrspannung soll die in Bild 2 angegebene Schal-
tung dienen. Zum Schutz des MeRinstrumentes und des Cleichrichters st der Wi-
derstand R, vorgesehen.

Es ist zu beachten, daR bei einmal eingesteilter Spannung der Sperrstrom kon-
stant bleibt und nicht ansteigt, was zur Zerstérung des Bauelementes fiihren
wiirde.

STUCKLISTE
Ry = 300 Ohm
R, = 40 kOhm fir 0,1 A und 1 A Ce-Gleichrichter
3 kOhm fiir 1 A und 10 A Si-Gleichrichter
Milliamperemeter
Voltmeter ie nach Bedarf




A

Gleichrichtergrundschaltungen

Die wichtigsten drei Gleichrichtergrundschaitungen mit den zugehérigen Dimen-
sionierungsformeln sind in Bild 3 dargestellt. Bei der Dimensionierung ist zu be-

achten, ob Kondensator- baw. Batteriebelastung vorliegt, oder ob der Verbrau-

Bild 2 MeBschaltung

cher ein reiner Wirkwiderstand ist.

Zu beachten ist, dab jede Gleichrichterschaltung zur Stromversorgung elektroni-

scher Gerdte fiir Kondensatorbelastung ausgelegt werden muB.

VERWENDETE FORMELZEICHEN:
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maximale Trofowechselspannung
Nennsperrspannung
NenndurchloBstrom des Gleichrichters

maximal entnehmbaorer Gleichstrom
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Bild 3 Gleichrichtergrundschaltungen




Batterieladegeriat 6 V.10 A

{

Um standig eine volleinsotzfahige Kiz.-Botterie zu haben, ist es besonders in
den Wintermonaten erforderlich, diese regelmdBig an einer externen Strom-
quelle nachzuladen. Die in Bild 4 angegebene Schaltung erméglicht Ihnen, dies
selbst durchzufihren. Ihre verhéltnisméBig groBe Leistung gestattet das Laden
ailer iiblichen 6-V-Kfz.-Batterien in relativ kurzem Zeitraum. Sollen 12-V-Batterien
geladen werden, so muBl die Sekundarwicklung des Trafos wie folgt gedndert
werden-
ws = 2 X 42 Wdg. 1,2 Cul

Der entnommene Strom soll dann aber 6 A nicht iiberschreiten.
Zur Beachtung: Der Ladestrom soll 10%, der Batteriekapazitét nicht liberschrei-

ten, domit deren Lebensdauer nicht herabgesetzt wird. Zu Beginn

der Gasung ist es :weckmdBig, diesen auf 5%, zu reduzieren.

z. B. Batteriekapazitét 84 Ah
Ladestrom 8 A
ab Gasung 4 A

Die Ladung ist beendet, wenn die Spannung der Batterie etwa
25-2,7 V je Zelle betrégt und nicht weiter ansteigt.
Die Gleichrichterdioden miissen auf Kiihlbleche aus 2 mm Aluminium von minde-

stens B0>(80 mm montiert werden,

STUCKLISTE . .
D,-D, = 10 A-Gleichrichter Uy = 20 V Bastlerbeutel 5
Si = Sicherung 0,8 A
Sy = Netzschalter
Gl = Glimmlampe
R. == Glimmlampenvorwiderstand 330 kOhm
S, = Drehscholter 8 Kontakte
Tr = Trafo M 102a

wy = 720 Wdg. 0,5 Cul
Anzapfunger{ ab 510 Wdg. ailer 30 Wdg.

wz = 220 Wdg. 2,0 Cul




3

>
j =
o™
™~

2 [+

Bild 4 Batterieladegerdt 6V/10 A




Batterieladegerit kleiner Leistung

Zur Ladung kleiner Botterien und fiir das sténdige Nachladen von Kfz.-Batterien

im Winterbetrieb, ohne dieselben auszubauen, ist die in Bild 5 gezeigte Schal- .

tung geeignet. Der Ladestrom sinkt mit steigender Batteriespannung ab, so daofB
keine Uberladung der Botterie erfolgen kann.

STUCKLISTE
D,:::Ds = 1 A-Gleichrichter Ge oder Si Usn = 10 V Bastlerbeutei 4
Si = Sicherung 0,4 A
Gl = Glimmlampe
R. = Glimmlampenvorwiderstand 330 kOhm
Tr = Trafo M 55, alter Heiztrafo 6,3 V/1,5 A

Sekundérwicklung bei Bedarf um 1-2 Wdg. vergraBern.

ACHTUNG! Der Ladestrom soll 1 A nicht dbersteigen!
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Biid 5 Batterieladegerét kleiner Leistung




Ladegerit fiir Knopfzellen 50 mAh

In Hérhilfegerdten finden meist kleine, gasdichte Akkumulatoren, sogenannte
Knopfzellen, Verwendung. Zur Ladung dieser Knopfzellen ist die in Bild 6 ge-
zeigte Schaltung geeignet. Da die gesamte Schaltung direkt mit dem Lichtnetz ‘
in Verbindung steht, ist ein berihrungssicherer Aufbau erforderlich. Das Gerst

zeichnet sich durch seinen einfachen Aufbau cus. Die Gewinnung der Nieder-

spannung erfolgt Uber einen kapazitiven Vorwiderslar_\d (G, Cy).

STUCKLISTE
D, D, = 0,1 A-Ge-Gleichrichter Uzn == 20 V Bastlerbeutel 4
Si = Sicherung 0,035 A
R: = 470 kOhm 0,125 W
Rz, R: = 620 Ohm 0,125 W
< = 0,1 uF 630V
C, = 0,047 uF 630 V
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Bild 6 Ladegerat fiir Knopfzellen




Netzteil fiir Transistor-Taschenempfinger

Bei léngerem Heimbetrieb von Transistorkleinempféngern ist die Stromversor-
gung ous Batterien unrentabel. Abhilfe schafft hier ein kleines NetzanschluB-
gerdt, wie es in Bild 7 dargestellt ist. Je nach der verwendeten Z-Diode betrigt
die Ausgangsspannung 6 oder 9 Volt. Der maximal zur Verfiigung stehende Aus-
gangsstrom ist 35 mA. Da bei unterschiedlicher Lautstirke ouch die Belastung
des Netzteiles verschieden ist, wurde die Ausgangsspannung stdbilisiert, um ein
zu hohes Anwachsen derselben zu vermeiden.

STUCKLISTE
Dy---Dy = 0.1 A-Ge-Gleichrichter Usn = 25 V Bastlerbeutel 4
D, = ZA 250/6 biw. ZA 250/9
G, G = 100 uF 25 vV
R, = 160 Ohm
R, = 220 Ohm
Tr ‘= Trofo M 42

w; = 4300 Wdg. 0,09 Cul
wp; = 640 Wdg. 0,35 Cul
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Bild 7 Netsteil fiir Transistor-Taschenempfiinger



Stabilisiertes Netzteil

Fir Versuchsaufbauten, sowie auch fiir verschiedene Messungen, wird in vielen
Fallen eine Stromversorgung benétigt, deren Ausgangsspannung unabhéngig von

der Belastung konstant bleibt.

In Bild 8 ist eine Schaltung gezeigt, die den meisten Amateuranforderungen ge-

recht werden diirfte.

Der Transistor T) wird weckmdfigerweise isoliert auf dem Chassis montiert. Mit
dem Potentiometer kann die Ausgangsspannung stufenlos zwischen 0,5 und 12 V
eingestellt werden. Der entnommene Strom soll 0,5 A nicht Gberschreiten, um
den Langstransistor nicht zu Gberlasten. Es ist daher zu empfehlen, gleich ein

entsprechendes Amperemeter mit einzubauen.

STUCKLISTE
Ty = 4 W Leistungstransistor Bastlerbeute! 3
T2 = 1 W Leistungstransistor Bastlerbeutel 3
T3 = 120-400 mW Transistor Bastlerbeute! 1
D. = SZ 508
D,-D, == 1 A-Gleichrichter CGe cder Si Uy — 20 V Bastlerbeutel 4
Tr == Trafo M 85 Ujee == 12-.. 14V
Si = Sicherung 1 A flink
R, == 56 Ohm 0,25 W
R, = 22 Ohm 025 W
R, == 50 Ohm
R, == 560 Ohm 0,125 W
R; 56 Ohm. 0,125 W
Re == 68 Ohm 0,5 W
R - 68 Ohm 0,5 W
C, - 5000 «F 25V

G, = 5000 nF 25V
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Bild 8 Stabhilisiertes Netzteil




Netzgleichrichterschaltung

Die im Bild 9 gezeigte Schaltung erméglicht die Anodenstromversorgung eines

Réhrenempfdngers aus dem Wechselstromlichtnetz.

Die Ausgangsspennung betr&gl:' 270 Volt bei einem Strom von 300 mA. Bei stei-
gendem Ausgangsstrom sinkt die Spannung ab, wobei ein maximaler Strom von
0,6 A nicht lberschritten werden darf.

Bei Ersatz eines Selengleichrichters in Fernsehgerdten durch eine Si-Diode muf
der Widerstand R so grofl gewdhlt werden, daB am Siebkondensator wieder der
in der Geriiteschaltung angegebene Wert der Spannung gemessen wird. Der
Widerstand daorf jedoch nicht kleiner als 15 Ohm sein. Der Kondensator C, schutzt
die Si-Diode vor Spannungsspitzen des Lichtnetzes,

STUCKLISTE
D == 1 A-Si-Gleichrichter Ugn = 750 V Bastlerbeutel 4
R = 10 Ohm 10 W
G = 0,1 uF 630V
C = 100 uF 360 V

Bild 9 Netzgleishrichterschaltung
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Verschiedene Anwendungen

Liegt im Kollektorkreis eines Transistors eine hochinduktive Last (z. B. Relaiswick-
lung), so kann die beim Ubergang des Transistors in den Sperrzustand entste-
hende Spcnnungsspitze den Transistor zerstéren. Durch Uberbriickung der Induk-
tivitt mittels einer in Sperrichtung betriebenen Diode kann der Transistor ge-

schutzt werden.

Wird eine Transistorscholtung iiber ein lédngeres Kabel mit Strom versorgt (z. B.
Antennenverstdrker), so kann es durch verkehrte Polung zur Zerstdrung der Schdl-
tung kommen. Eine in der Schaltung des Verbrauchers eingebaute Diode, welche

in der Stromzuliihrung in FluBrichtung liegt, verhindert dies.

Zur Erzeugung einer geringen Emittervorspannung mit mogiichst konstantem Wert
wird oft eine in FluBrichtung betriebene Diode verwendet. Dadurch wird die sonst

om Emitterwiderstand entstehende Cleichstromgegenkopplung verhindert.

Fiir die Fahrstromversorgung gréBerer Modelleisenbohnanlagen wird zweckmaBi-
gerweise ein gemeinsamer Fahrtrafo verwendet. Dieser wird entsprechend groB
gewdhlt und die Geschwindigkeitsregelung in den einzelnen Fahrstromkreisen
erfoigt durch getrennte Regler. Als Gleichrichter fiir die in Frage kommenden
Leistungen eignen sich besonders 10 A-Si-Dioden, Es ist zweckmaBig, zur Gleich-
richtung die Zweiwegschaltung zu wihlen. Fir die Versorgung von ca. 7 Trieb-
fahrzeugen mit 12 V Betriebsspannung gentigt ein Trafo M 102a mit folgenden
Wickeldaten:

Primar 718 Wdg. 0,55 Cul

Sekund. 2X21 Wdg. 1,5 Cul
Die Sperrspannung der Dioden muf

Usn = 40 V betragen.




Ihnend lieber Bastler, steht wieder ein neuer Bastlerbeutel zur Verfiigung und Sie
haben das vorliegende Heft bestimmt schon aufmerksom studiert. Dabei sind
wahrscheinlich auch die ersten Fragen und Winsche hinsichtlich der Schaltungen
und Bauelemente aufgetreten.

Es wird fir Sie verstandlich sein, daB wir nicht jedem Bastler ,seine” Schaltung
liefern kénnen. Die in den Heften enthaltenen Schaltungen sind erprobt und in
der vorliegenden Art fiir viele Zwecke verwendbar. Es muB jedoch nochmals be-
tent werden, daB Sie lhnen lediglich Anregungen zu eigenen Entwiirfen geben
sollen, denn fiir die Lésung einer Problemstellung gibt es bekanntlich viele Még-
lichkeiten. Durch die einschlégigen Fachzeitschriften und die Veréffentlichungen
des Deutschen Militdrverlages kénnen Sie lhr Wissen weiter festigen und vertiefen.

An dieser Stelle méenten wir auch nochmu.. darouf hinweisen, doB die Bastler-
beutel nur iiber den Einzelhandel und die Fachfilialen des VEB Industrievertrieb
Rundfunk und Fernsehen bezogen werden konnen.

Wir méchten auch nochmals betonen, daB es sich bei den Bauelementen nicht um
AusschuB handelt. Bei der Preduktion von Halbleiterbauelemenen fallen Exem-
plare an, die die zuléssigen Toleranzen des gewiinschten Bauelementes Uber-
schreiten, aber voll funktionsféhig sind.

Die Bauelemente stammen aus folgenden Typenreihen:

50—120 mW — GC 100—123
400 mW — GC 300—301
HF-Transistor — GF 100—105
Drift-Transistor — GF 120—122 .

UKW-Transistor — GF 130-132, 181




Halbleiter-Bastlerbeutei-Sortiment

NF-Schaltungen o
inhalt: 14 NF-Transisiore: 30—=400 '/

2 HF-Schaltungen
inhalt: 10 HF- und UKW -T:anssioroer

w

NF-Leistungstransistor-Schaltungen )
Inhalt: 5 NF-Leistungstransisto e 1—10 W

Gleichrichterdioden
inhalt: 12 Ge- bzw. 5i-Gle.chi:.chie:diode: 0. 1=1

=

Leistungsgleichrichterdioden
Inhalt: 4-Leistungsgleich;ichiern one ) A

& Si-Miniplasttransistoien
inhalt. 20 HF- und Schaitiie: s sioo 200 4/

Si-Transistoren im Metallgeh:use
inhalt. 12 HF- und Schaittiansisiore: 300--600 7/

o Digitale Integrierte Schaultkieise
Inhalt: 8 Inteqiieite Schallicese 11 e A wendi g o der
D.giluitec: -




